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(57) Abstract: The invention relates to a method for thinning a surface layer of an SOI substrate, the method comprising: a) a step of
measuring the thickness of the surface layer in order to obtain its mean thickness (Epy) and its thickness non-uniformity (U), followed
by the steps, carried out in a single-wafer chemical treatment device, of: b) applying n cycles, where n is an integer greater than or equal
to 1, of oxidation and etching to a front face of the surface layer, wherein each cycle involves dispensing ozonated water followed by
dispensing hydrofluoric acid; c) performing inhomogeneous etching of the front face of the surface layer, involving dispensing a silicon
etching solution in a central region for a time referred to as the non-uniform etching time (ty);
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d) performing homogeneous etching of the front face of the surface layer involving dispensing a silicon etching solution in a sweeping
motion from the edge to the centre of the surface layer and vice versa, for a time referred to as the uniform etching time (t,;). Since the
mean thickness (Emoy) and the thickness non-uniformity (U) are known, the number of cycles (n), the non-uniform etching time (tp,)
and the uniform etching time (t,) are determined, prior to carrying out steps b), ¢) and d), on the basis of a model that relates them to
an etched mean thickness of the surface layer and to a mean etching non-uniformity defined by the difference between an etched mean
thickness in a central region and in a peripheral region of the surface layer.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé d'amincissement d'une couche superficielle d'un substrat SOI comprenant : a) une étape
de mesure d'épaisseur de la couche superficielle, pour obtenir son épaisseur moyenne (Emoy) et sa non-uniformit¢ d'épaisseur (U), puis
les étapes suivantes, effectuces dans un équipement de traitement chimique monoplaque : b) l'application de n cycle(s), avec n un
nombre entier supérieur ou égal a 1, d'oxydation et de gravure, a une face avant de la couche superficielle, chaque cycle impliquant
une dispense d'eau ozonée suivie d'une dispense d'acide fluorhydrique, c) la réalisation d'une gravure inhomogene de la face avant de
la couche superficielle, impliquant une dispense d'une solution de gravure du silicium, dans une région centrale, pendant un temps, dit
temps de gravure non uniforme (ty,), d) la réalisation d'une gravure homogene de la face avant de la couche superficielle, impliquant une
dispense d'une solution de gravure du silicium selon un mouvement de balayage allant du bord vers le centre de la couche superficielle
et inversement, pendant un temps, dit temps de gravure uniforme (t,). Connaissant 1'épaisseur moyenne (Epoy) €t la non-uniformité
d'épaisseur (U), le nombre de cycle(s) (n), le temps de gravure non uniforme (ty,) et le temps de gravure uniforme (t,) sont détermings,
préalablement a la réalisation des étapes b), c) et d), a partir d'un modele les liant 2 une épaisseur moyenne gravée de couche superficielle
et a une non-uniformité¢ moyenne de gravure définie par la différence entre une épaisseur moyenne gravée dans une région centrale et
dans une région périphérique de la couche superficielle.



